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Spin-FET — En béttre elektronisk komponent

Genom nedskalning av mikroelektroniken, kan bade prestanda, kostnad, och
effektforbrukning forbattras och har darmed varit ett mal for
elektronikindustrin. Dimensionerna ar sa laga i nuvarande teknik att parasitisk
kapacitans och lackstrommar begransar mojliga fordelar. Spintronik ar en ny
teknik under utveckling som skulle kunna erbjuda I6sningar for dessa problem.

Spintronik &r en gren av fysiken som anvénder elektronernas spin istallet for deras
laddning for att transportera, behandla och lagra information.

Elektronens spin, som &r en kvantmekanisk magnetisk egenskap, har en klassisk
motsvarighet i rérelseméngdsmomentet hos en roterande kropp. Om kroppen roterar i
en riktning, kallas rorelsen for spin-upp, och om den roterar i motsatta riktningen
kallas rorelsen for spin-ned. Genom att anvanda magnetfalt gar det att paverka
elektronens spin eftersom elektronen beter sig olika under elektromagnetiska falt
beroende pa sin spin-riktning. Till exempel kan elektronens spin rotera och andra sin
riktning nér elektronen ror sig genom ett elektriskt falt.

Kénsligheten for en métning av elektronens spin ar mycket hégre an for en métning av
dess laddning. Forutom detta, krévs det mindre energi och tid for att d&ndra elektronens
spin an for att flytta pa elektronen. Darmed borde det vara mojligt att tillverka en
battre ersattare till klassiska elektroniska komponenter. En sadan ersattare skulle
kunna vara spin-falteffekttransistorn (spin-FET).

En klassisk falteffektransistor har en analogi i ventilen for en vattenledning. |
vattenledningen finns det tryckskillnad mellan ledningens bada andar (elektrisk
spanningsskillnad mellan transistorns kontakter som kallas source och drain). Om
ventilen &r stangd (transistorn ar strypt med en gate-spanningen i mitten pa
transistorkanalen), gar inget vatten genom ledningen (ingen elektrisk strém genom
transistorn). Nar ventilen dppnas aningen (gate-spanningen sanks aningen) borjar
vatten fléda genom ledning (elektrisk strom borjar floda genom transistorn). Om
ventilen 6ppnas ytterligare (gate-spanningen sanks ytterligare) flodar &nnu mer vatten
genom ledningen (annu hdgre elektrisk strom flodar genom transistorn).

| en spin-FET injiceras spin-upp elektroner in mot transistorn. Pa drain-sidan (ena kontakten)
finns en barriar som sléapper igenom endast spin-upp elektroner. Om ingen gate-spanning
laggs pa spin-FET-komponenten kommer elektronerna att halla sin spin-upp-riktning och
passera barriaren. Nar en gate-spanning istallet laggs pa, kommer elektronens spin att rotera
bort fran spin-upp-riktningen och elektronen stoppas i barriaren och ingen strém gar igenom
spin-FET-komponenten. | detta arbete tillverkades och karaktariserades en sadan spin-FET-

komponent med viss framgang.
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